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１．概要（Summary） 
コンピュータをより高性能にするため、半導体集積回路

の微細化が求められる。半導体プロセスにおいて、微細

加工を行う際、正確かつ自在にパターンを作成することの

できる露光技術は必要不可欠である。通常レジストを塗布

する前にアッシング処理を行う。これはレジスト塗布の際

に基板表面の濡れ性は非常に重要であるためである。そ

こで今回、プラズマアッシャーを用いて表面処理を行うこ

とで SiO2 基板の濡れ性が向上することを確認した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 プラズマアッシャー 
【実験方法】 
 未処理の SiO2 基板とプラズマアッシング処理を行った

SiO2 基板に水を滴下して光学顕微鏡を用いて観察した。 
プラズマアッシング処理は 200 Pa の圧力で 2 分間行

った。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に未処理の SiO2 基板とプラズマアッシング処理

を行った SiO2 基板上に滴下した水滴の写真を示す。ま

た、Fig. 2 に未処理の SiO2 基板とプラズマアッシング

処理を行った SiO2 基板上に滴下した水滴を横から見

た写真を示す。未処理の SiO2 基板上に滴下した水滴

は濡れ性が悪い。一方、プラズマアッシング処理を行っ

た SiO2 基板上に滴下した水滴は濡れ性が改善されて

いることが分かる。この結果は SiO2 表面の改質によるも

のであると考えられる。一般に、SiO2 表面に OH の水

酸基が吸着し、Si-OH のシラノール基を形成することで、 
SiO2 表面の高極性化が得られる [1]。この極性表面には、 
極性有機分子が容易に水素結合しており、 更にその表

面にはファンデルワールス力によって非極性有機分子が

極性有機分子上に結合している。これにより SiO2 表面

が疎水化され濡れ性が悪化すると考えられる。Ar プラズ

マ照射により、水素結合とファンデルワールス結合の弱い

結合が壊れ、Si-OH の強い結合だけが残ることで極表

面が露出する。極表面が露出していると水のような極液

体の濡れ性が高くなることから、Ar プラズマ照射により濡

れ性が改善された。この結果からプラズマアッシャーを用

いることで、SiO2 の表面改質される様子が確認された。 

４．その他・特記事項（Others） 
[1] B. D. Ratner, J. J. Rosen, A. S. Hoffman, & L. H. 
Scharpen, Surface Contamination, Plenum, 2, 669-686 

(1979). 
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Fig. 1 Photography of water droplets dropped on 
untreated SiO2 substrate and SiO2 substrate with 
plasma ashing treatment. 

Fig. 2 Photography from the side of water droplets 
dropped on untreated SiO2 substrate and SiO2 
substrate with plasma ashing treatment. 
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